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１．概要（Summary ）： 

 近年，ナノスケールの加工技術を用いて，ナノメー

トルオーダの空間に発生する様々な現象が明らかに

なっている．本研究では，ナノオーダの間隔のギャッ

プを創製し，このギャップ間の熱伝達を測定するため

の MEMS デバイスを作製して，ギャップ間隔と熱伝

達の関係を明らかにすることを目的としている． 

 面どうしでナノギャップを創製することは，その面

の荒れや平行度を精密に制御する必要があり困難で

ある．ここでは，MEMS構造体に用いられる単結晶シ

リコンのへき開を用いて，非常に平坦でかつ，対向す

る面が精密に平行である構造を実現する． 

 これを SOI 構造から作製する．へき開とギャップ

創製後の間隔を制御するためにそれぞれ熱型アクチ

ュエータと静電アクチュエータを用い，また，熱伝達，

電気伝導を測定する機構も集積化したデバイスを設

計し，試作した． 

２．実験（Experimental）： 

・レーザー直接描画装置 

2.5inchマスクの作製 

・両面マスクアライナ 

4inchSOIウェハを四分割し，AZ5214E をレ

ジストとして用いた．上記で作製したマスク

を用いて露光 

・深掘りドライエッチング装置 

SOIウェハの Si部分のエッチング 

 SOI ウェハを用い，フォトリソによって電極形状を

パターニングした．その後 Cr/Au/Cr を蒸着しリフト

オフを行った． 

さらに OFPR-800 をスピンコートし，フォトリソ

した後、深堀ドライエッチングでデバイス層（5um）

をエッチングした．この時レジストと前のステップで

形成したクロムが一部露出しており、両者をマスクと

してエッチングしている． 

 

Fig.1 Fabrication process 

３．結果と考察（Results and Discussion）： 

（110）SOI ウェハにデバイスを試作した．熱アクチ

ュエータの発生力が十分でなくナノギャップを劈開

により創製することはできなかった．今後，設計，プ

ロセスの改良を行い，目的の評価を実現する． 

 

Fig.2 Fabricated testing device 

４．その他・特記事項（Others）： 

特になし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation）： 
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